ss m Verwendung: Silizium-Planar-Epitoxie-Tran-
sistor im %Mm fir digitole Anwen-
dungen bei Umgebungstemperaturen #a

n =40 °C bis <100 “C

Abmessungen: Plastgehduse

Masse co. 0.1 g

ZulBssige Héchstwerte gultig bis #jmax
Ucso = 20V ] - 20 mA
Uceo = 15V Pt = 200 mW
UEBG == 5 "d" h“i ﬂ. - 25 “C
Ilc = 100 mA Uy = 125 oC

beitav —= 20 ms

Ic = 200 mA

Warmewiderstand Rih < 0,5 :f;-

Kennwerte fir #o == 25°C =5 grd

Min. Typ Max. MeBbedingungen l m}iqu
Reststrome
leso 75nA <100nA 300nA Ucs =20V
Durchbruchspannungen
U(er)cao 20V | &0V lc = 10 uA
U(er)ceo 15V | BY | lc = 10 mA
Uer)eso 5V | 65V | | 1e = 10 uA
Sattigungsspannung
UcCEsat 02V 045V lc = 30 mA, Is = 3 mA
UBsEsat o8svV | | lc = 30 mA, la = ImA
Gleichstromverstirkung
B 18 . as | Ic = 30 mA, Uce = 05V A
28 ! A B
| 56 | 140 c
| 112 ! 280 D
| 226 | 560 E
Schaltzeiten
tr 80 us m e 1firB =25 |
tr 90 us m == 1 flir B = 45 !
(siehe MeBschaltung) 1
ts J 0,6 us lc = 10 mA, Uce =05V
- me=10firB = 29 '
-laz = 1 mA i
(siehe MeBschaltung) |




Min. Typ Maox. MeBbedingungen
Ubergangsirequenz
fr 350 MH:z ' Uce = 10V, Ic = SmA, f = 100 MHz
Ausgangskaparitdt
c22p | 2,6 pF Ucg = 10V, lg =0, { = 2 MHz
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor S5 216 B

der Stromverstirkungsgruppe B
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